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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§j) Verfahren und Einrichtung zum Schutz eines MOS-Transistors vor Oberlastung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung 
zum Schutz eines MOS-Transistors (1). Es ist vorgesehen, 
daS eine zwrschen Gate (110) und Source (120) geschaltete 
Zenerdiode (9) das Gatepotential begrenzt. Zur Oberwa- 
chung des Drain-Source-Stromes wird das Sourcepotentral 
der Basis (310) eines dritten Transistors (3) zugeleitet, der ein 
an seinem Kollektor (330) anliegendes Batteriepotenttal er 
det, wenn sein Basispotential sich von Erde unterscheidet, 
und der von einem ersten Zeitglied (17) gesteuert - das Bat- 
teriepotential der Basis (210) eines zweiten Transistors (2) 
zufuhrt. wenn sein Basispotential infolge eines Kurzschlus 
ses im Laststromkreis auf Erdpotential liegt. Zur weiteren 
Uberwachung werden die Potentiale an Drain (130) und 
Source (120) des MOS-Transistors (1) den Eingangen eines 
■ Operationsverstarkers (19) zugeleitet. Bei Uberschreiten 
* eines vorgegebenen Spannungswertes zwischen seinen 
Eingangen (18 und 20) wird, von einem zweiten Zeitglied (26) 
gesteuert, das Batteriepotential ebenfalls der Basis (210) des 
zweiten Transistors (2) zugefuhrt. Dadurch wird die Versor 
gungsleitung (7) des Gates (110) des MOS Transistors (1) 
geerdet. In dieser Versorgungsleitung (7) ist ein mechani 
scherSchalter(8) angeordnet. 
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f Verf ahren zum Schutz eines Transistors 9 insbeson- 
dere eines MOS-Schalttransistors (1) im Lampenkreis 
5 eines Kraf tfahrzeuges, durch Begrenzung des Gatepo- 
tentials und somit des Laststromes und durch Oberwa- 
chen des Sourcepotentials, wobei nach Abweichen von 
einem vorgegebenen Wert der Laststrom durch den MOS- 
Transistor (1) unterbrochen wird, indem ein durch ein 
10 Potential leitend steuerbares Schaltglied. (2) mit 
einem Steuereingang (210) und zwei. Lastanschlilssen 
(220 und 230) den MOS- Transistor (1) sperrt, d a - 
durch gekennzeichnet, 

- daB zur Begrenzung des Gatepotentials die Spannung 
15 zwischen Gate (110) und Source (120) des MOS-Tran- 

sistors (1) begrehzt wird t 

- dafl zur Uberwachung des Sourcepotentials des MOS- 
Transistors (1) dieses abgegriffen und mit einem 
vorgegebenen Wert verglichen wird, und daB bei Un- 

20 terschreiten, nach Verstreichen einer vorgegebenen 

Zeitspanne, mit einem sonst auf Erde gelegten festen 
Batteriepotential der Steuereingang (210) des 
Schaltgliedes (2) beaufschlagt wird, welches ttber 
seine beiden LastanschlUsse (220 und 230) das Gate- 

25 potential des MQS-Transistors (1) zur Erde ableitet 
und diesen dadurch ausschaltet, 

- und daB zur Uberwachung des Sourcepotentials des MOS- 
Transistors (1) die Potentiale an seiner Drain (130) 
und an seiner Source (120) miteinander und deren Dif- 

30 ferenz mit einem vorgegebenen Wert verglichen werden, 
und daB bei Uberschreiten, nach Verstreichen einer 
vorgegebenen Zeitspanne, mit einem festen Batterie- 
potential der Steuereingang (210) des Schaltglie- 
des (2) beaufschlagt wird, welches iiber seine beiden 
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LastanschlUsse (220 und 230) das Gatepotential des 
MOS-Transistors (1) zur Erde ableitet und dlesen da- 
durch ausschaltet. 

2. Einrichtung zur Durchftihrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 mit einer zwischen dem Gate (110) und dem Ver- 
braucherkreis geschalteten Zenerdiode (9), die das Ga- 
tepotential des MOS-Transistors (1) begrenzt und mit 
einem zweiten Transistor (2), der nach Abweichen des 
Sourcepotentials am MOS- Transistor (1) von einem vor- 
gegebenen Wert den Laststrom durch den MOS-Transistor 
(1) sperrt, dadurch gekennzeichnet, 

- daS die Zenerdiode (9) zwischen Gate (110) und Source 
(120) des MOS-Transistors (1) zur Begrenzung der 
Spannung geschaltet ist, 

- daS die Basis (310) eines dritten Transistors (3) 
zur Uberwachung des Sourcepotentials mit der Source 
(120) Aes MOS-Transistors (1) in Verbindung steht, 
der Emitter (320) des dritten Transistors (3) ge- 
erdet ist und sein Kollektor (330) mit einer Batterie- 
klemme (44) verbunden 1st, die Uber eine Leitungsver- 
zweigung (15), verknUpft mit einem ersten Zeitglied 
(17), und Uber eine erste Diode (16) in DurchlaBrich- 
tung mit der Basis (210) des zweiten Transistors (2) 
in Verbindung steht, dessen Emitter (220) geerdet 

und dessen Kollektor (230) mit einer Versorgungslei- 
tung (7) des Gates (110) des MOS-Transistors (1) 
verbunden ist f 

- und daB zur Uberwachung des Sourcepotentials ein 
OperationsverstSrker (19) Uber seine beiden Eingfin- 
ge (20 und 18) mit der Drain (130) bzw. der Source 
(120) des MOS-Transistors (1) und an seinem Ausgang 
mit der Batterieklemme (44) verbunden ist, die ver- 
kniipft mit einem zweiten Zeitglied (26), Uber eine 
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zweite Diode (29) in DurchlaBrichtung ebenfalls mit 
der Basis (210) des zwe it en Transistors (2) in Ver- 
bindung steht, dessen Emitter (220) geerdet und des- 
sen Kollektor (230) mit einer Versorgungsleitung (7) 
5 des Gates (110) des MOS-Transistors (1) verbunden 
1st. 

3- Einrichtung nach Anspruch 2, da dure h g e - 
kennzeichnet, daB mit der Source (120) 

10 des MOS-Transistors (1) ein Spannungsteiler (10) ver- 
bunden ist, bestehend aus einer Zenerdiode (11 ) in 
Sperrichtung und einem ohmschen Widerstand (12), der 
geerdet ist, wobei ein Abgriff zwischen Zenerdiode (11 ) 
und ohmschem Widerstand (12) mit der Basis (310) des 

15 dritten Transistors (3) in Verbindung steht. 

4. Einrichtung nach Anspruch 2, gekennzeich- 
net durch Zeitglieder (17 und 26), die das 
feste Batteriepotential ftir die Basis (210) des zweiten 
20 Transistors (2) erst nach Verstreichen vorgegebener 
Zeitspannen freigeben. 

5* Einrichtung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e - 
kennzeichnet, dafl das zweite Zeitglied (26) 
25 eine Zeitspanne realisiert, die urn drei bis vier 
Zehnerpotenzen grofler ist als die durch das erste 
Zeitglied (17) realisierte Zeitspanne, wozu am Ausgang 
der Zeitglieder Erdpotential ansteht, das zu bestimm- 
ten Zeiten durch Batteriepotential abgelost wird. 

30 

6, Einrichtung nach Anspruch 2 mit einem mechanischen 
Schalter (8) zum manuellen Ein- und Ausschalten der 
Lampe (4), dadurch ge kennzeichnet, 
daB der Schalter (8) in der Versorgungsleitung (7) 
35 des Gates (110) des zu schiitzenden MOS-Transistors ( 1 ) 
angeordnet ist* 
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5 Verfahren und Einrichtung zum Schutz eines 
MOS-Transistors vor Uberlastung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung 
zum Schutz eines Transistors, insbesondere eines MOS- 

10 Schalttransistors im Lampenkreis eines Kraf tfahrzeuges, 
durch Begrenzung des Gatepotentials und somit des Last- 
stromes und durch Uberwachen des Sourcepotentlals, wo- 
bei nach Abweichen von einem vorgegebenen Wert der Last- 
strom durch den MOS- Transistor unterbrochen wird, indem 

15 ein durch ein Potential leitend steuerbares Schaltglied 
mit einem Steuereingang und zwei LastanschlUssen den 
MOS-Transistor sperrt. 

Elektronische Schalter ftir hohe LaststrSme, die zum 
20 Beispiel ftir den Lampenkreis von Kraf tf ahrzeugen Ver- 
wendung finden, arbeiten mit einem im Lampenkreis in 
Reihe geschalteten Transistor • Dieser Transistor muB 
durch geeignete MaBnahmen vor Uberlastung geschtitzt 
werden, wenn man tiberdimensionierte Transistoren ver- 
25 meiden will. Der Strom im Lampenkreis soli also einen 
maximalen Wert auch dann nicht ubersteigen, weion ein 
KurzschluB in den Lampen auftritt. 

Es ist eine Schaltung bekannt, die einerseits das Po- 
30 tential an der Basis des Transistors mittels einer 

Zenerdiode begrenzt und somit den Transistorstrom zwi- 
schen Emitter und Kollektor, und die andererseits das 
Potential am Kollektor des Transistors tiberwacht, um 
den Transistor bei KurzschluB im Lampenkreis zu schiit- 
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zen (DE-OS 30 15 831). Diese Schaltung arbeitet mit 
einem ohmschen Widerstand im Lampenkreis, der so dimen- 
sioniert 1st, daB der Spannungsabf all an ihm zusammen 
mit dem Spannungsabf all an der Emitter-Basls-Strecke 
5 des Transistors die Schwellenspannung der Zenerdiode 
tibersteigen kann. 

Ein ohmscher Widerstand im Lampenkreis verursacht aber 
einen unerwlinschten Leistungsverlust. 

10 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zu finden vind eine Einrichtung der geschilder- 
ten Art zu entwickeln, die abgesehen von Transistor 
und Lastwiderstanden, im Lastkreis ohne weitere Wider- 
15 stande auskommt und dennoch den Transistor standig vor 
Oberlastung, auch bei KurzschluB schUtzt. Dabei soil 
ein MOS-Transistor Verwendung finden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelBst, daB 
20 zur Begrenzung des Gatepotentials die Spannung zwischen 
Gate und Source des MOS- Transistors begrenzt wird, 

daB zur Uberwachung des Sourcepotentials des MOS-Tran- 
sistors dieses abgegriffen und mit einem vorgegebenen 
Wert verglichen wird, und daB bei Unterschreiten, nach 

25 Verstreichen einer vorgegebenen Zeitspanne, mit einem 
sonst auf Erde gelegten festen Batteriepotential der 
Steuereingang des Schaltgliedes beaufschlagt wird, 
welches liber seine beiden LastanschlUsse das Gatepoten- 
tial des MOS-Transistors zur Erde ableitet und diesen 

30 dadurch ausschaltet, 

und daB zur Oberwachung des Sourcepotentials des MOS- 
Transistors die Potentiale an seiner Drain und an seiner 
Source miteinander und deren Diff erenz mit einem vorge- 
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gebenen Wert verglichen werden und daB bei Uberschrei- 
ten f nach Verstreichen einer vorgegebenen Zeitspanne, 
mit einem festen Batteriepotential der Steuereingang des 
Schaltgliedes beaufschlagt wird, welches tiber seine 
5 beiden Las tans chills se das Gatepotentlal des MOS-Tran- 
sistors zur Erde ableitet und diesen dadurch ausschal- 
tet. 

Unmittelbar nach dem Einschalten haben GlUhwendeln von 
10 Lampen einen sehr kleinen Widerstand, der erst mit der 
Erwarmung wSchst. Dadurch bedingt fliefit zunSLchst ein 
hoher Strom, der als Drain-Source-Strom im zu schiitzen- 
den MOS- Transistor zu begrenzen ist. 

15 Mit der Erfindung kommt man ohne einen den Strom be- 
grenzenden ohmschen Widerstand im Lampenkreis aus und 
dennoch kann der Drain- Source-Strom einen vorgegebenen 
Wert nicht (iberschreiten. Es ist auch nicht erf orderlich, 
den M0S- Transistor ftir einen sehr groBen Drain-Source- 

20 Strom auszulegen. 

Zur Durchflihimng des Verfahrens ist eine Einrichtung 
mit einer zwischen dem Gate und dem Verbraucherkreis 
geschalteten Zenerdiode vorteilhaft, die das Gate- 
25 potential des M0S- Transistors begrenzt und mit einem 
zweiten Transistor, der nach Abweichen des Sourcepo- 
tentials am MOS-Transistor von einem vorgegebenen 
Wert den Laststrom durch den MOS-Transistor sperrt. 

30 Diese Einrichtung ist nach der Erfindung so aufgebaut, 
daB die Zenerdiode zwischen Gate und Source des MOS- 
Transistors zur Begrenzung der Spannung geschaltet 
ist f 

daB die Basis eines dritten Transistors zur Uberwachung 
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des Sourcepotentials mlt der Source des MOS-Transis- 
tors in Verbindung steht, der Emitter des dritten Tran- 
sistors geerdet ist und sein Kollektor mit einer Bat- 
terieklemme verbunden ist, die Uber eine Leitungsver- 
5 zweigung, verknUpft mit einem ersten Zeitglied, und 

Uber eine erste Diode in Durchlaflrichtung mit der Basis 
des zweiten Transistors in Verbindung steht, dessen 
Emitter geerdet und dessen Kollektor mit einer Versor- 
gungsleitung des Gates des MOS-Transistors verbunden 
10 ist, 

/~s und dafl zur Oberwachung des Sourcepotentials ein Ope- 

r at ionsver starker Uber seine beiden Eingange mit der 
Drain bzw. der Source des MOS-Transistors und an sei- 
nem Ausgang mit der Batterieklemme verbunden ist, die 
15 verknUpft mit einem zweiten Zeitglied, Uber eine zweite 
Diode in DurchlaBrichtung ebenfalls mit der Basis des 
zweiten Transistors in Verbindung steht, dessen Emitter 
geerdet und dessen Kollektor mit einer Versorgungslei- 
tung des Gates des MOS-Transistors verbunden ist. 



20 



Durch die Begrenzung des Gatepotentials mittels der 
Zenerdiode wird erzielt, daB der Drain-Source-Strom 
einen durch die Wahl dieser Zenerdiode bestimmten Wert 
nicht Uberschreiten kann. 



25 



Wenn bereits unmittelbar bel dem Einschalten ein Kurz- 
schlufl in den Lampen vorhanden ist, wird das durch die 
Oberwachung des Sourcepotentials schnell erkannt. Diese 
Uberwachung erfolgt mittels eines dritten Transistors, 

30 der als Inverter arbeitet. Im leitenden Zustand lei- 
tet er ein Batteriepotential zur Erde ab. Das Source- 
potential des MOS-Transistors steuert aber das Basis- 
potential des dritten Transistors so, daS er beim 
niederen Sourcepotential sperrt, wodxirch das Batterie- 

35 potential dann fur we it ere Schaltvorgange zur VerfUgung 
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steht. Ein in seiner Funktionsweise an sich bekanntes 
erstes Zeitglied schaltet diese Oberwachung nach kurzer 
Zeit, zum Beispiel nach 30 jis, ein. 

5 Zusatzlich erfolgt eine Oberwachung des Spannungsabfal- 
les am MOS-Transistor mittels eines pperati ons vers tar- 
kers. Sein Ausgangs signal schaltet eine Leitung ftir das 
fUr weitere Schaltvorgfinge zur Verfligung stehende Bat- 
teriepotential. Ein zweites Zeitglied schaltet diese 
10 Oberwachung nach einer urn drei bis vier Zehnerpotenzen 
grSBeren Zeitspanne, zum Beispiel nach 100 ms, ein. Die 
Oberwachung des Spannungsabfalles erzielt den Vorteil, 
kleinere Defekte schnell und problemlos zu erkennen. 

15 Wenn das Batteriepotential der Basis des zweiten Tran- 
sistors vom dritten Transistor Oder vom Ausgang des 
QperationsverstSrkers zugeftlhrt wlrd, erdet der zweite 
Transistor im leitenden Zustand die Versorgungsleitung 
des Gates des MOS- Transistors. Dadurch wird der MOS- 

20 Transistor im Lampenkreis ausgeschaltet. Hiermit erzielt 
man auch den Vorteil, daB der zweite Transistor den 
Lampenkreis ohne Verzogerung wieder freigibt, wenn an 
seiner Basis kein Potential mehr anliegt. 

25 Die Zeitglieder lassen sich in bekannter Funktionswei- 
se ausbilden, wobei Verbindungen zwischen dem positi- 
ven festen Batteriepotential und der Basis des zweiten 
Transistors erst nach Verstreichen vorzugebender Zeit- 
spannen freigegeben werden. Dabei werden die AusgMnge 

30 der Zeitglieder zu bestimmten Zeiten auf Batteriepo- 
tential gelegt und sonst geerdet. 

Das zweite Zeitglied realisiert eine urn drei bis vier 
Zehnerpotenzen grBBere Zeitspanne als das erste Zeit- 
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glied. Dadurch wird zunachst das Potential em der Source 
des zu schtltzenden MOS-Transistors UberprUft, bevor die 
Uberwachung des Spannungsabfalles am MOS-Transistor be- 
ginnt. Die Uberwachung des Sourcepotentials des zu 
5 schtltzenden MOS-Transistors spricht an, wenn bereits 
zum Einschaltzeitpunkt ein KurzschluB, zum Beispiel in 
der Lampe vorliegt. Deshalb wird diese Messung vor Be- 
ginn der Uberwachung des Spannungsabfalles am MOS-Tran- 
sistor gestartet, die weniger schwerwiegende Defekte 
10 erkennen soil. 



Ein mechanischer Schalter zum manuellen Ein- und Aus- 
schalten des Lampenkreises ist vorteilhafterweise in 
d er Versorgungsleitung des Gates des zu schiitzenden M0S- 
15 Transistors angeordnet. Wenn am Gate keine Spannung 

anliegt, sperrt der MOS-Transistor und der Lampenkreis 
ist unterbrochen. Es erUbrigt sich daher, einen Schalter 
in den Lampenkreis einzubauen, der auch im geschlosse- 
nen, leitenden Zustand einen unerwiinschten ohmschen Wi- 
20 derstand aufwiese. Im Lampenkreis befindet sich aufler 
den Lampen nur ein MOS-Transistor. Bei Verwendung eines 
Feldeffekttransistors flieBt nur ein Drain-Source- 
Strom und keine statischen Gatestrome. Der Leistungsver- 
^ lust im Lampenkreis ist somit minimal. 

25 

Ein weiterer Vorteil des erf indungsgemSBen Verf ahrens 
besteht darin, daB der MOS-Transistor bereits bei einem 
zum Einschaltzeitpunkt vorliegenden KurzschluB in einer 
Lampe geschUtzt wird. Neben einem Oberlastschutz fUr 
30 den MOS-Transistor wird also auch unmittelbar nach dem 
Einschalten eine FunktionstlberprUfung durchgefiihrt. 



Die Erfindung soil anhand eines in der Zeichnung grob 
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schematisch wiedergegebenen Ausfuhrungsbeispieles nfiher 
erlautert werden: 



In der Zeichnung 1st eine Einrichtung zur DurchfUhrung 
5 des erfindungsgemSBen Verfahrens zum Schutz eines MOS- 
Transistors vor Oberlastung veranschaulicht. 

Im Lampenkreis eines Kraftf ahrzeuges sind eine Lampe 4 
und ein MOS-Felde£f ekttransistor 1 in Reihe geschaltet. 

10 Parallel zur Lampe 4 kSnnen dabei auch weitere Lampen 
geschaltet sein. Die Spannungsversorgung erfolgt durch 
eine Batterie mit dem Klemmenpotential U B . Ein Steuer- 
potential von beispielsweise 12 Volt wird, an den 
ohmschen WiderstSnden 5 und 6 reduziert, Uber eine Ver- 

15 sorgungsleitung 7 dem Gate 110 des MOS-Feldeff ekttran- 
sistors 1 zugeftlhrlt. In der Versorgungsleitung 7 ist ein 

i 

mechanischer Schalter 8 zum manuellen Ein- und Aus- 
schalten der Lampen 4 angeordnet. 

20 Drei sich ergSnzende Mafinahmen schtltzen des M0S-Felde£- 
f ekttransistor 1 vor Uberlastung, indem sie seinen 
Drain- Source- Strom, auch bei einem KurzschluB in den 
Lampen 4 begrenzen: 

25 Erstens ist eine Zenerdiode 9 fUr zum Beispiel 6 f 2 Volt 
zwischen Source 120 und Gate 110 des MOS-Feldeff ekt- 
transistors 1 geschaltet. Sie begrenzt das Gatepotential 
und damit auch den Drain- Source-Strom. 

30 Zweitens ist, um einen schon zum Einschaltzeitpunkt vor- 
handenen KurzschluB in den Lampen 4 zu erkennen, die 
Source 120 des MOS-Feldef f ekttransistors 1 uber einen 
Spannungsteiler 10, bestehend aus einer Zenerdiode 11 
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fur zum Beispiel 3,6 Volt und einem ohmschen Wider- 
stand 12, mit der Basis 310 eines dritten Transistors 3 
verbunden. Am Kollektor 330 des dritten Transistors 3 
liegt ein testes Potential an, das aus einem Batterie- 
potential U B von belspielsweise 24 Volt durch Reduzieren 
an einem ohmschen Wlderstand 13 entsteht. Der Emitter 
320 ist geerdet. Das Potential wird auf Erde gelegt, 
solange das Basispotential des dritten Transistors 3 
grofl ist. Sonst wird das Potential tiber eine Leitung 14 
der Basis 210 eines zweiten Transistors 2 zugeftthrt. 
Diese Leitung 14 beginnt bei einer Verzweigung 15 vor 
dem Kollektor 330 des dritten Transistors 3, enthalt 
eine Diode 16 und wird durch ein erstes Zeitglied 17 
kurzf ristig, zum Beispiel bereits 30 jib nach Einschal- 
ten der Anlage freigegeben. 

Der Kollektor 230 des zweiten Transistors 2 stent mit 
der Versorgungsleitung 7 des Gates 110 des MOS-Peld- 
effekttransistors 1 in Verbindung, Der Emitter 220 des 
zweiten Transistors 2 ist geerdet. Der Ableitung eines 
mQglichen Kollektor-Basis-Reststromes dient ein mit 
der Basis 210 des zweiten Transistors 2 verbundener 
geerdet er ohmscher Wlderstand 30. Wenn an der Basis 
210 ein Potential anliegt, flieBt ein Strom vom Kol- 
lektor 230 zum Emitter 220, so daB die Versorgungs- 
leitung 7 des Gates 110 des MOS-Feldeffekttransistors 1 
geerdet ist. Der MOS-Feldeff ekttransistor 1 wird also 
durch ein an der Basis 210 des zweiten Transistors 2 
anliegendes Potential ausgeschaltet. 

Drittens nimmt zur weiteren Oberwachung des durch den 
MOS-Feldeff ekttransistor 1 flieflenden Drain-Source- 
Stromes der erste Eingang 18 eines OperationsverstMr- 
kers 19 das Potential an der Source 120 und der zweite 
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Eingang 20 durch eine Spannungsteilerschaltung 21 modi- 
fiziert das Potential an der Drain 130 auf . Diese 
Spannungsteilerschaltung 21 wird durch die beiden ohm- 
schen Widerstande 22 und 23 gebildet. Bei Unterschrei- 
ten eines vorgegebenen Wertes ftir die Spannung zwischen 
Drain 130 und Source 120 des MOS-Feldeffekttransistors 1 . 
gibt der pperationsverstftrker 19 eine Leitung 27 frei f 
falls diese bereits auch durch ein zweites Zeitglied 
26, zum Beispiel 100 ms nach Einschalten der Anlage frei- 
gegeben ist. Diese Leitung 27 enthSlt eine Diode 29 und 
fUhrt ein festes Potential, das aus dem Batteriepotential 
Uq von zum Beispiel 24 Volt durch Reduzieren an elnem 
ohmschen Widerstand 28 entsteht, ebenfalls der Basis 
210 des zweiten Transistors 2 zu. 

Die beiden Zeitglieder 17 und 26 werden belde von den 
Potentialen U 1 und Ug versorgt. 

An den Minuseingangen von Operationsverstarkern 34 und 
20 35 liegt jeweils ein festes Potential von zum Beispiel 
5 Volt an, das mittels einer Spannungsteilerschaltung 
aus dem Potential U fi gewonnen wird* 

Der Spannungsteiler besteht aus zwei in Reihe geschal- 
25 teten ohmschen WiderstSnden 32 und 33. Drei Abgriffe 
zwischen diesen WiderstSnden 32 und 33 sind mit den 
Operationsverstarkern 34 und 35 und mit einem Konden- 
sator 43 verbunden, der die Spannung stabilisiert . 

30 Solange die Potentiale an den Plus-EingShgen der Ope- 
rations ver starker 34 und 35 kleiner sind als die Po- 
tentiale an den Minus-EingeLngen, sind die Ausgfinge 
45 und 46 der in ihrem Aufbau bekannten Operationsver- 
starker 34 und 35 geerdet, so dafi die Leitungen 14 

35 und 27 der Funktion nach blockiert sind. 

Das Potential ladt Kondensatoren 36 und 37 auf , die 



10 
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so dimensioniert sind, daB sie nach 100 ms bzw. 30 us 
geladen sind. Nach diesen Zeitspannen liegen dann Po- 
tentials griJfier als 5 Volt jewells an den Plus-Ein- 
gSngen der Operationsverstarker 34 und 35, so daB de- 
ren Ausgtoge 45 und 46 nicht mehr geerdet und die Lei- 
tungen 14 und 27 freigegeben sind. 

Die Ladungen der Kondensatoren 36 und 37 werden nach 
jedem Ausschalten ttber einen Widerstand 31 abgeleitet. 

Das Laden des Kondensators 36 erf olgt tiber einen ohm- 
schen Widerstand 38 und seine Entladung erfolgt be- 
schleunigt uber eine Leitung, in der nur eine Diode 39 
geschaltet ist. 

Der Kondensator 37 wird tiber einen ohmschen Widerstand 
40 mit in Reihe geschalteter Diode 41 geladen und Uber 
einen groBen ohmschen Widerstand 42 mit zum Beispiel 
100 Kl^zeitlich verziJgert entladen. 

Die Dioden 39 und 41 definieren die Entlade- bzw. 
Ladeleitung fur die Kondensatoren 36 und 37. 

6 Patentansprilche 
1 Figur 



Leerseite 



-:' -E 3243467 

Nummer: 32 43467 - 




